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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondjalexde noyma 'sat| Q composée

favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisatign dans lectricité
et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des No eur’élaboration
est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité natiopal in par e sujet traité peut
participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouyve nem &n lialgon avec la CEl,
participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I ale de Normalisation

(ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisa

3) Les documents produits se présentent sgls i internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides Rar les Comités nationaux

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, it8 natlo atx de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poSsible, ternationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. i CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée ¢

5) La CEIl n’'a fixé aucune proc me indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand u ne de ses normes

6) L’attention est attirée sur le gue certains _deséléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I’objet de droits de prgpxiétéN drejts ahalogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas avoir identifié els droi jété pas avoir signalé leur existence.

La Norme internatj a été établie par le sous-comité 47C: Dispositifs

optoélectronique agerie, du comité d'études 47 de la CEIl: Dispositifs a
semiconducteyrs.

Cette premigrs édjtion ¢ partiellement la deuxieme édition de la CEl 60747-5 (1992) et
constituéwune iSiC ique. (Voir également annexe A: Index des références croisées).

Elle doit étre luesgnjojntement avec la CEl 60747-1, la CEIl 62007-1 et la CEIl 62007-2.
Le texte de cette norme est issu en partie de la CEI 60747-5 (1992) et en partie des
documents suivants:

FDIS Rapport de vote

47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A est donnée uniqguement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio

participate in this preparatory Work International, governmental apd ™ e
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté itk Intergational Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions dete B

organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on techhical( m

3) The documents produced have the form of xeco

4) In order to promote international unificatio,

5) The IEC provides no mrk|n proce

6) Attention is drawn4Q the
of patent rights. @ C

It should be read jotrtly with IEC 60747-1, IEC 62007-1 and IEC 62007-2.

The text of this standard is based partially on IEC 60747-5 (1992) and partially on the following
documents:

FDIS Report on voting
47C/173/FDIS 47C/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A is for information only.
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DISPOSITIFS DISCRETS A SEMICONDUCTEURS
ET CIRCUITS INTEGRES —

Partie 5-3: Dispositifs optoélectroniques —
Méthodes de mesure

1 Domaine d'application

Cette partie de la CEI 60747 décrit les méthodes de mesure applicab
optoélectroniques qui ne sont pas destinés a étre utilisés dans le dopia
sous-systemes a fibre optique.

aux dispositifs

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositio ) 5 @ de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour ¢ 1y de la CEI 60747.

est sujet a révision et les partles prenantes au a présente partie de la
CEI 60747 sont invitées a rechercher Ja 3 éditions les plus récentes
des documents normatlfs |nd|ques Ci & | et de I'ISO possedent le

a) But
Mesurer I'inté

Rotation de la~diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de facon précise, le
minimum et/ou le™maximum.

Variante 2
Alighement de I'axe optique de la diode avec I'axe optique du banc de mesure.
Variante 3

Positionnement suivant une référence correspondant au type de boitier de la diode et
permettant une orientation mécanique reproductible.
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DISCRETE SEMICONDUCTOR DEVICES
AND INTEGRATED CIRCUITS -

Part 5-3: Optoelectronic devices —
Measuring methods

1 Scope

This part of IEC 60747 describes the measuring methods applicable optoelectronic

devices which are not intended to be used in the fibre optic systems or

2 Normative references

IEC 60068-1:1988, Environmental testing~— Part™d and guidance

a) Purpose

To measure the |

The method
Varia

and/or ma
Variant 2
Alignment of the diode optical axis with that of the optical bench.
Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and
allowing a reproducible mechanical orientation.
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b) Schéma

D3 D; Dy

1027191

Figure 1

c) Description du circuit et exigences

G = source de courant
D = diode électroluminescente en mesure
PD = photodétecteur comprenant le diaphfagrie
D,, D; = diaphragmes destinés
D, et D3 ne doivent pé&
d = distance entre la diode en mesy

La sensibilité spectrale du photom
reference CIE (Commrs ion Intern

partir du diaph S
Pour les mes@

e) Conditions spécifiées
— Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atmosphériques.
— Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.
— Variante: 1, 2 ou 3.

3.2 Intensité énergétique des diodes émettrices en infrarouge ( ls)

a) But
Mesurer l'intensité énergétique des diodes a semiconducteurs émettrices en infrarouge.
La méthode peut s'appliquer a trois variantes de mesure possibles:

Variante 1

Rotation de la diode autour de son axe mécanique pour rechercher, de facon précise, le
minimum et/ou le maximum.
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b) Circuit diagram

1027191

Figure 1

¢) Circuit description and requirements

G = current source

D = light-emitting diode being measured
PD = photodetector including the diaphrag
Dy, D3 =

d

emitted by the diode.
diaphragm D, in plage.

diaphragm D

For pulse me
sufficiently s
instrument.

Rasured\s positioned according to the variant chosen.

The diode_beir o
The specified~current\s applied and the luminous intensity is measured on the photodetector.

e) Specified conditio
— Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric conditions.
— Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.
— Variant: 1, 2 or 3.

3.2 Radiant intensity of infrared-emitting diodes (/)

a) Purpose
To measure the radiant intensity of semiconductor infrared-emitting diodes.
The method can apply to three possible measurement variants:

Variant 1

Rotation of the diode around its mechanical axis for an accurate location of the minimum
and/or maximum value.
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Variante 2

Alignement de I'axe optique de la diode avec I'axe optique du banc de mesure.

Variante 3

Positionnement suivant une référence correspondant au type de boitier de la diode et
permettant une orientation mécanique reproductible.

Schéma

D3 Dy Dy

Y%

CEI 1028191

Figure 2

Description du circuit et exigences

G = source de courant

D = diode émettrice en infrafouge en
RM

D,, Dy

d

pulsions, le générateur de courant doit fournir des impulsions de

\ 8, la durée et le taux de répétition sont tels que demandés. Le
radiomet i temps de croissance suffisamment faible par rapport a la durée de
I'impulsion; INdoit éye un instrument de lecture de pointe.

Exécution
Monter la diode en mesure conformément a la variante choisie.
Appliguer le courant spécifié a la diode et mesurer l'intensité énergétique sur le photométre.

Conditions spécifiées

— Température ambiante et, s'il y a lieu, conditions atmosphériques.

— Courant direct dans la diode et, s'il y a lieu, durée et vitesse de répétition.
— Variante: 1, 2 ou 3.
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b)

c)

d)

e)

Variant 2

Alignment of the diode optical axis with that of the optical bench.

Variant 3

Positioning according to a reference corresponding to the type of the diode envelope and
allowing a reproducible mechanical orientation.

Circuit diagram

D3 Dy Dy

o Q(
777 | |
CEI 1028191
Figure 2 %

Circuit description and requirement.
G = current source

D
RM =
Dy, D3 =

d

small in comparison with the pulse duration; it shall be a peak-reading instrument.

Measurement procedure

The diode being measured is positioned according to the variant chosen.

The specified current is applied to the diode and the radiant intensity is measured on the
radiometer.

Specified conditions

— Ambient temperature and, where appropriate, the atmospheric conditions.

— Forward current in the diode and, where applicable, duration and repetition rate.

— Variant: 1, 2 or 3.
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a)

b)

c)

d)

e)

-12 - 60747-5-3 © CEI:1997

Longueur d'onde d'émission maximale ( )\p), largeur du spectre de rayonnement ( Ax)
et nombre de modes longitudinaux ( n,,)
But

Mesurer la longueur d'onde d'émission maximale et la largeur du spectre de rayonnement
des dispositifs émetteurs et déterminer le nombre de modes longitudinaux des diodes laser.

Schéma

L CET 1030191

Figure 3 — Circuit dg

Description du circuit et exigences
D = dispositif en mesure
L =
G =
M =
D, D3 =
RM = 13

La résolution et
soit effectuée

La réponse sp i e doit étre étalonnée. Pour la commodité de la mesure, le
sommet ondre & 100 %.

pas constan
étre corrigées.

Dans le cas de la diode laser, le flux énergétique réfléchi dans la diode doit étre réduit de
facon a ne pas affecter sérieusement la réponse spectrale.
Exécution

1) Longueur d'onde d'émission de pointe et largeur du spectre de rayonnement d'une diode
électroluminescente, ou d'une diode émettrice en infrarouge, ou d'une diode laser
monomode

Appliquer le courant spécifié au dispositif en mesure.

Déplacer la longueur d'onde du monochromateur dans la gamme voulue jusqu'a atteindre
la lecture maximale en sortie du radiométre. Noter la longueur d'onde correspondant a
cette valeur maximale. C'est la longueur d'onde d'émission maximale ()\p) (voir figure 4).
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